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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню структурних та композиційних властивостей самоіндукованих
наноострівцевих структур CdSe/ZnSe, отриманих методом молекулярно-променевої епітаксії. Показано, що
спектральне положення максимуму фотолюмінесценції визначається ефектом інтердифузії Cd i Zn в області
вставки та залежить від номінальної товщини вставки. Неоднорідно-розширена форма смуги
випромінювання зумовлена одночасним вкладом у спектр фотолюмінесценцію двовимірного CdxZn1-xSe
шару та локальних острівцевих включень зі збільшеним вмістом Cd. Встановлено, що форма та положення
дефектної смуги випромінювання наноструктур залежить від температури вимірювань та енергії збудження,
що зумовлено локалізацією структурних дефектів в різних частинах гетероструктури. Вперше виявлено та
досліджено антистоксову фотолюмінесценцію наноструктур CdSe/ZnSe. Механізм її збудження пояснено на
основі моделі двоступеневого процесу збудження через реальні проміжні глибокі енергетичні рівні.



Показано, що при резонансному збудженніформа смуги випромінювання наноструктури CdSe/ZnSe
визначається сильною взаємодією локалізованих екситонів з оптичними фононами вставки. Отримані
результати інтерпретовані в рамках моделі екситонного краю рухливості.

2. Dissertation is devoted to the research of structural and composition properties of the CdSe/ZnSe structures
with self-inducted nanoislands grown by the method of molecular-beam epitaxy. It is shown, that spectral position
of the maximum of photoluminescence is determined by the interdiffusion effect of Cd and Zn in the region of
insertion and depends on the nominal thickness of the insertion. Inhomogeneous broadening form of radiation
band is conditioned by simultaneous contribution of the two-dimensional CdxZn1-xSe layer and local inclusions
with Cd-rich islands to the photoluminescence spectrum. It is found, that the form and position of a defect
radiation band of nanostructures depends on the temperature of measuring and energy of excitation, that it is
conditioned by the localization of structural defects in different parts of heterostructure. The antistokes
photoluminescence of CdSe/ZnSe nanostructures it is observed and investigated for the first time. The
mechanism of its excitation is accounted for on the basis of the model of two-step process of excitation through
the real intermediate deep energy levels. It is shown, that at resonance excitation the form of radiation band of
CdSe/ZnSe nanostructure is determined by the strong coupling of localized excitons with optical phonons in the
insertion. Results are interpreted in framework of the models of exciton edge of mobility.
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